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en ce @gse | Qi Borid dirfes Rbrtdkticthdsan (i mblatnéscidhgpare a partir de nitrure de
silicium 8.daflrehogekeniieichndl) taBadasoder Behilt dgsaSthbfoh® derl iBdlatibiEschivhl @85, 47 unter
revendi cat i (Beibbhaltangrdes tiegfdraiger Musters 5D diretgisiinriraird, fund® @enigstensi sina Iselationssérizdh)
est pr~par 6 (45, 32y tuif rded eicts ietgbigindeneStaktunedfgebractd . widr arcledbd Bdbr-Schiiit dea$céhath del un
transi st or |Bebrensdines dloutakilbches (GV)am derdsolationsschicht4; 4D tin eines eelkstpugrishtgnden Ad dnd
notif annul dWeise beglichalet ringitepigereMustapa@diantweistun pol yci de qui represente un
cor ps corrgom te conprenant du siliciure de netal et du silicium

t

pol ycri st &l |Herpteligngsverahean elnfg Fratsistoes npch M?P@‘E*\eﬂ I un sverfahr en eines |lateralen
Tr ansi st or s Ja9urchygekengge éﬂﬂeﬁa"s ?fr 'P'ﬂ"f‘@}ﬁ"a"‘g sol"@'af‘ area@
ei nes erste ey rerppg pitstyps () : 2?"::;
Ir i nlgf or*hi 6§ ; ejx ||c as fin ?wgbﬂdet wir
rrp ant i er e der 0 ch Qg Jdgl’l% An %ﬂ\ é_ C{:Esg?g gfne

Hal bl ei t k
w% ks W,Wzitw bkt

Unf anggya ngffrm gen Miusters zugeke Auf bringen ol ner

| sol atlonssmrsfdn& dfrarFiloinsd BldraRh FRRGAGSRcPRgkER T, 35 und Bohren eines
Kont akt | ochegdirdh gikamrzaakm,ldamaa Shirigtlabs Bidartles ingiRgaNMEske?d dielolgerstioh Sehalle der
Schritt des ypdpaf f ens der | sol ationsschicht (45, 47) unter Bei behal tung des

ri ngf or m gersibénsichistoris binpr iesktiosgeichi@1) miieinel Ofthreh aveddir gadpeideriidizhe des Halbleiter-

| sol at isonssadiipedst (45, 47) auf der sich ergebenden Struktur aufgebracht
wird, und deufoBagen-eBehzweitdn ldaatioSsdhicht B3)ddis dBuler ishals die et Kelatipesethicbt@Bsau( 51)
in der | sol aleinpnigenchbisehitt des|Balblelipikrpers (201 der dendifpungaygawandiissivoen Art und 40
Wi se bezUglBilden eines ringiérgfasp Mugters (i) sﬂfé!eszv(ea‘!!b Isqiatippeeshipht (33) in einem vorgegebenen
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2. +brste||ungsverfahren‘einés Transi stors nach h
gekennzel chnet, daB der | oneni npgpigidigsesgsschr! q\mnn:ﬂ“&lml lmtmnt

| mpl anti erens ei ner Verunreinigung eines zweiten Lelffahlgkel styps (P) in
dem Hal bl ei t erkorper (29) unter Verwendung des 45 ringf 6rm gen Musters
(35) al s Musskapd aof deiegdten leaaionssdhicti @1)eorsit dad@Bcrh pakbinz¢idngt, danchee ionenimplantié-e
Schi ch6 ( 3@pgssehritidio Schiitteston Bildens Her eratborSchictit (3T duf \démpaigdneibsidinittcles Halbleiter-

ri ngf or mi gkipeiti@Pledes derdBhleryieiinhp dest ringibmaigen Mystord d35) Bighwandig$tund desdildenSeineri t t
des Bil dens\"e\ﬁ%his B39 a1 giver Positipre Jlie Bgchenuflapciuberen Bmiangsivendedes risgibmigpar

| sol afi ons¥Esiere ¥0) wd sl ipneren Umianoevrend des pisten ipolgliansssbiehy S )avischeplipob patefl it und
Wi se¢ bez| BiEpEeM d'é% s?'\f‘ﬁ PS5 é’ﬁf Rpianglplationssohicht{83) und/der fRofafionagphigt 445, 47)

ri ngf 6rm g%g qbgl, keide ¢ h°§'P 'I@ﬁ?lf’@s Engfisnigpn Musigss (65) ynier Yerapndyiaydes Mustaisr en
eines late a|s SHEPEHNach Anspruch 1, dadurch gekennzel chnet, daBi

der 58”4” Sﬁn%'vérféﬁr”ée.ﬁe% tJrane %Qch'VA“ ruchsl die fol genden Schritte
unf al T %g eﬁfag h Q0 G0l ifdbns e?hjeé El Fof%'a&gﬁlusgs Eﬁ”g
auf der \%l v Leitt4ni kejtst¥ps nrcpg

zwei ten Iso atlonsschlc t , e dlnne e ers

| sol at i gnsp&hbikRdsvdrdidn éthle |éié?mrﬁﬁarﬂi§dars%&% ibidn 1des Hal bl ei ter korpers (29).
der dgr Cf idauae geneaRamnabt, badtdas Wit %&e.ecemﬁs SindROIREAE BRgb i Qs mit35)
auf der zwgihdr Riigdambred Rixte PRERINGIERIt a(s%g)nsdwﬂor@sda@m(mm@w%@& kann. EP 0 213
352B 1 1il1lli Bull 111l s I Abstand von der ersten |Isol ationsschicht

(31), ursd Hastellusdsvaahreneldssiladidi@i Trardiaiorschech Aneprahispl anti e- rungsschritt die
Schritte déd=iuih lgeiampzelamergrdsd das isgidimaigd Mudat) (3% Ldus daykristallinganSilkdusc engestlitde s
Halblai t er wirkkdr pers (29), der der hohlen Fl ~che des ringform gen Misters
(35) zugewandt ist und des Bil dens einer zweiten Schicht (39) an einer
Posi ti orf; Herateliogsuerialron efeas 'ﬂﬁﬂ@@?’@?ﬂs@ﬁtsamg\m@hées ringférmgen 5

Mist er s (3@#@%9@'&9@2@%&% desfingiigeiomMepte) £36) @ Stiigymnitig hesgastsitadrehi cht  (31)
ZW sg{;eglni e%ﬁ?'ll} by aulleen[_gemlatgen Schritt des Atzens der zweiten

| sol at’i Ons algt wobel
bei de der gﬂ?ﬂ'lc'éﬂe'??‘gf@ %fe%;get%?sr'n’ﬁ‘? W%’g?ﬁﬁ%lﬁfg' %@T'dﬂ ‘)f’%srte T"vvendung des

Must er s (3 g,]un rst el l ungsverfahren ei nes

| at er al en Maﬂsﬁen e'H ajcrd ';:-}iagl n rs" ééﬁd?rp ?J‘ﬁb‘? a©
aul l e dem EH 9¢£ iii%gﬂéﬁﬁ&%z S % ,E,g (??Fatt

der die erste C |c des zmelten igkeltstyps durch das Loch
(51) kontaktiert. 5. Fbrstellungsverfahren eines lateralen Transistors nach
Anspruch 1, 15 dadurch gekennzel chnet, daB das ri ngf6rm ge Miuster (35)

aus einem Material hergestellt ist, das mt einer |angsaneren Rate pro

Ei nhegst szeit als die |solationsschicht (45, 47) gedtzt werden kann. 6.

Her st el | ungsverfahren el nes | ateralen Transi stors nach Anspruch 5, dadurch
gekennzel chnet, daB das ringffrmge Muster (35) aus polykristallinem
Siliziumhergestellt s;20 wird. 7. Herstellungsverfahren eines

| ateral en Transistors nach Anspruch 5, dadurch gekennzel chnet, daR das
ringf4drm ge Muster (35) aus Siliziumitrid hergestelit wird. 25 &

Her st el | ungsverfahren eines | ateral en Transistors nach Anspruch 5, dadurch
gekennzel chnet, daR das ringform ge Muster (35) aus Metallsilizid
hergestellt wird. 9. Herstellungsverfahren eines |ateralen Transistors nach
Anspruch 5, dadurch gekennzel chnet, daB das ringform ge Muster (35) aus

ei nenf’ Polyzid hergestellt wird, das 30 ei nen zusanmengeset zt en Kor per
unfassend Metallsilizid und polykrlstallines Siliziumdarstelit. 35 40 45
50 55 8
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